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EVG創新薄膜轉移技術進入量產  

 

EV Group(EVG)宣布推出EVG 850 NanoCleave薄膜剝離系統，為首款採用EVG NanoCleave技術

的產品平台。 

EVG850 NanoCleave系統使用紅外線(IR)雷射搭配特殊的無機物材質，在透過實際驗證且可供量產

(HVM)的平台上，以奈米精度讓已完成鍵合、沉積或增長的薄膜從矽載具基板釋放。因此，EVG850 

NanoCleave不需要使用玻璃載具，可為先進封裝達成超薄的小晶片堆疊，並為先進邏輯、記憶體與

功率元件的製作等前端處理達成超薄的3D薄膜堆疊，以支援未來3D異質整合的產品發展藍圖。  

第一台EVG850 NanoCleave系統已安裝於客戶的廠房內，另外在客戶的站點與EVG總部也將向客戶

與合作夥伴們展示近24個產品。 

在3D異質整合過程中，玻璃基板已成為透過與有機黏著劑暫時鍵合來建構元件層的既定方法，使用

紫外線(UV)波長雷射溶解黏著劑並釋放已與最終的晶圓產品永久鍵合的元件層。然而，半導體晶圓

製造設備是為矽晶圓而設計，因此用來處理玻璃基板相當困難，且所需的設備升級也相當昂貴。此外

，有機黏著劑的加工溫度一般限制在300℃以下，限制了其在後端加工的使用。  

利用無機的脫模層使用矽晶圓載具可以避免溫度與玻璃載具的相容性問題。此外，紅外線雷射啟動的

切割技術的奈米精度，允許在不改變記錄製程的情況下加工極薄的裝置晶圓。隨後堆疊此類極薄的元

件層，可實現更高頻寬的互連，並為下一代高效能元件設計和分割晶片開啟各種全新契機。  

同時，3奈米節點以下的電晶體產品發展藍圖，需要全新的架構與設計上的創新，如埋入式電源軌、

晶背供電網路、互補式場效電晶體(CFET)與2D原子級通道等，這些都需要極薄材料的薄膜轉移。矽

晶圓載具與無機的脫模層支援前端製造流程所需的製程清潔度、材料相容性與高加工溫度。不過，到

目前為止矽晶圓載具仍然必須使用研磨、拋光與蝕刻才能完全去除，導致工作元件層的表面留下微米

級的變異；使得該方法不適合用於先進節點的薄層堆疊。  



EVG850 NanoCleave利用紅外線雷射與無機脫模材料，在生產環境中以奈米精度，為矽晶圓載具達

成雷射切割。此流程免除使用玻璃基板與有機黏著劑的需求，實現了超薄膜轉移與下游製程的前端製

程相容性。EVG850 NanoCleave的高溫相容性(最高可達1,000°C)可為最嚴苛的前端處理提供支援

；而室溫的紅外線切割步驟，則可確保元件層與載具基板的完整性。薄膜轉移流程消除了與載具晶圓

的研磨、拋光及蝕刻相關的昂貴溶劑需求。  

EVG850 NanoCleave與EVG的EVG850系列自動化暫時鍵合 /剝離和絕緣體上的矽(SOI)鍵合系統一

樣，建構在同樣的平台之上，具有緊湊的設計和通過實證可量產的晶圓處理系統。  

EVG企業研發專案經理Bernd Thallner表示，近來3D與異質整合已然是各界矚目焦點，並為全新半

導體元件世代關鍵的效能改進的關鍵驅動因素。這反過來使晶圓接合成為持續擴展功率、效能、面積

、成本和上市時間(PPACt)的關鍵製程。EVG借助全新的EVG850 NanoCleave系統，把暫時鍵合與

熔融接合的效益整合成一個多功能平台，並針對客戶的先進封裝與新一代微縮電晶體的設計與製造，

支援擴展未來產品發展藍圖的能力。  

https://www.mem.com.tw/evg%e9%9d%a9%e5%91%bd%e6%80%a7%e8%96%84%e8%86%9c%e8%b
d%89%e7%a7%bb%e6%8a%80%e8%a1%93%e9%80%b2%e5%85%a5%e9%87%8f%e7%94%a2/ 
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